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Doctorant en Sciences des Matériaux 2012
Département Physique et Mécanique des Matériaux, Institut Pprime,
UPR 3346 CNRS Université de Poitiers-ENSMA, France

2007-2008 Master 2 Recherche Physique et Ingénierie des Matériaux
Université de Poitiers, France
Mention Bien, recu 3/8

2006 Cours de la langue francaise en Syrie
Mention Bien
2004-2005 Monitorat de ’Enseignement a I’Université de Damas (Syrie):

Faculté de sciences en physique du solide

Licence de physique en Syrie université de Damas 1999-2003
Mention tres Bien

1999 Baccalaureat Scientifique
Lycée Saka, ALswaida, Syrie
Mention Trés Bien
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e J.L. Demenet, M. Amer, C. Tromas and J. Rabier, “Analysis of Dislocations Nucleated after Nano
Indentation Tests at Room Temperature in 4H-SiC ”, & paraitre dans Mater. Sci. Forum (2011).

e J.L. Demenet, M. Amer, A. Mussi and J. Rabier, “Effect of electronic doping on the plasticity of
homoepitaxial 4H-SiC single crystals”, Journal of Physics: Conference Series 281 (2011).

e J.L. Demenet, M. Amer, A. Mussi, J. Rabier, “Dislocation activity in 4H-SiC in the brittle domain”,
Materials Science Forum 645-648 (2010) 335.

Rl (098] gl 5. 19 eyl Gyl
cpalal) cdgl) ga 2012 ale il aglal) A0S gaas daaly (B paill -
sl ¢« 7l s s <l Y ¢ Apdaiiall g ol S Al il ilSual) ¢ lual) Al by b —
Ll g SN ¢ dalal)

.o

[l A peals/ L) cilad jall CDUat 43.8 ) LEeY) [ jRa G ai—

o) pud jilia (o At Gl sad) e il Y -
i Gaala/ gl A Adlall o 3uall Andaill g Alaall il ol e Y-
el | el | 0 0R

. Présentation par affiche au Congrés International “International Conference on Silicon Carbide
and Related Materials” (ICSCRM 2011), Cleveland, USA, september 11-16, 2011. “Nucleation Stress
and Nature of Dislocations Following Nano Indentation Tests at Room Temperature in 4H-SiC”, J.L.
Demenet, M. Amer, C. Tromas et J. Rabier.

. Présentation par affiche a ECI Conference on Nanomechanical Testing in Materials Research
and Development October 9-14, 2011 Lanzarote, Canary Islands, Spain. “Nanoindentation study of
homoepitaxied 4H-SiC single crystals: the effect of doping” J. Rabier, M. Amer, C. Tromas et J. L.
Demenet.

o Communication par affiche au Congres International “International Conference on Silicon
Carbide and Related Materials” (ICSCRM 2009), Nuremberg, Germany, october 11-16, 2009.
“Dislocations activity under high stress in 4H-SiC: activity in non-basal planes” J.L. Demenet, M.
Amer, A. Mussi et J. Rabier.
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¢ Diffraction des Rayons X
- Méthode de Laiie en retour pour I’orientation de monocristaux

e Micro et Nano Indenteur



-Indenteur Instrumenté CSM MHT 50-117
-Indenteur Instrumenté (Shimaszu Hardness HMV-2000)

e Microscopie électronique en transmission
- Préparation de lames minces (Tripod)

- Imagerie en fond noir/fond clair, weak-beam.
- Diffraction électronique

e Microscopes
-Jeol 2200FS (LACBED)
-Jeol 200CX (MET)
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. Communication orale aux Journées bilan du GNR MATINEX, Lyon 1-3 février 2012, «Etude

structurale des dislocations dans les polytypes 4H et 3C de SiC», J.L. Demenet, A. Madyan, J. Rabier,
C. Tromas, D.

. Communication par affiche aux Journées Plasticité, Villeneuve d’Ascq, 4-6 avril 2011.
“Plasticité et dopage dans 4H-SiC” J.L. Demenet, M.Amer, C. Tromas et J. Rabier.
. Communication par affiche aux Journées de la Matiére Condensée (JMC12), Troyes, du 23 au

27 aolt 2010. “Plasticité et dopage électronique dans le carbure de silicium”, M. Amer, J.L. Demenet,
A. Mussi et J. Rabier.
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